Litografia
Fotolitografia

Abrakialakitds - fotoreziszt
(fenyeérzékeny lakk) - centrifugaval
egyenletesen eloszlatjak a fellleten
Abrat rafényképezik, hokezelik -
polimerizacio

Nem polimerizalt részeket leoldjak.

Véd a maroszerek ellen,
implantacios maszkként is
hasznalhato

Negativ és pozitiv lakk - a

megvilagitott (nem megvilagitott)
rész polimerizalodik.

Tiszta szobaban -POR! -
fenynéel

A szikséges mulvelet elvégézese
utan a feleslegesse valt lakkot
olddszerrel eltavolitjak.
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A fotolitografia folyamata
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Kontaktus kialakitas
e Hagyomanyos modon és lift-off
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Kiinduld szelet: Si SO,-vel boritva

Lépések:

R 2 1. Fotoreziszt felvitele

e i'. | 2. Ablaknyitds a rezisztbe

- 3. Ablaknyitas az oxidba

4., Normal: lakkeltavolitas
Lift-off: fémezés

5., Normal: féemezés
Lift-off: lakkeltavolitas (kész)

6., Fotoreziszt felvitele

7., Ablaknyitas a rezisztbe

8., FéEm marasa

9., Lakkeltavolitas




A fotolitografia hasznalt hullamhosszai

Hullamhossz Neve Fényforras Rajzolatfinomsag
(nin) (um)
436, 405, 365 a. h,1vonal He-gbz limpa
248 Mély UV (DUV) KrF excimer lézer (3,25
193 Mély UV ArF excimer lézer 0,1
157 Viakuum UV F, 1ézer 0,04

Hullamhossz csdkken, javul a felbontas, romlik a meélységélesség.
Mar nem sokat csdkkenthetd A, mert nincs optikai anyag és a
lekeépezd rendszer precizitasa sem fokozhato.

Elektronsugaras, ion projekcios, RTG sugaras litografia




Elektronsugaras litografia

Elektronsugar fokuszalhato
Direkt rajzolasra is alkalmas
Maszkgyartasra is jo

Leképezendd L
alakzat

Szamitogépes E
vezerles
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E__

elektronforras

\ Nyalabformalo és

nyalabfokuszalo

elektronoptikai
rendszer

Vakuumszivattyu

|~ elektronlitografiai reziszt

— | hordozé (Si, GaAs, stb.)

—

vezerelt asztal




Rontgensugaras litografia

Rontgensugarak - 0,4-5 nm-es VACUUM | |y pay
hulldmhossztartomanyban | T il EE.EE"?EGN

’ ’” ’ MBARDED
Az elérheto vonalvastagsag PALLADIUM
0,5 nm.
K_étréteg(j r_naszk: a hordozo Sj, GERYLLIUM
SiC vagy SisN4, azon kb. 0,5 pm WINDOW
vastag fém fdlia a rajzolattal - SPLIT FIELD

ALIGHNMENT
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50 cm

Rdntgensugarzas atmegy a
reziszten: roncsolhatja a
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Ionsugaras litografia

Kbzvetlen iras esetén jo lateralis és meélységbeli felbontas - az ionok
energiajanak valtoztatasaval a behatolasi mélység jol beallithato.

Az anyagokba behatolo ionok kevés visszaszort elektront keltenek: jobb az
exponalas minosege, mint elektronlitografia eseten.

Az ionok kisebb sugarkarosodast okoznak a félvezet6 anyagban, mint a
RAntgen sugarzas.

A litografias célra kialakitott ionforras hasznalhatd ionimplantalasra is -
Osszetett technologiai berendezeés.

Maszkolt ionsugar-litografia - szilicium maszk . Az atereszto réetegeket
elvekonyitjak, az elnyelo réteg vastagabb.



Maras

Kémiai maras

Fokent folyékony mardszerek

Félvezetd, fém, szigetelo retegek
eltavolitasa

Lehet izotrop, anizotrop, szelektiv
(adalékolas fliggo)

KOH+viz+izopropil alkohol:
(100), (110) és (111) sikok marasi
sebesseégeének aranya: 100:16:1

510,




Plazmamaras

Tobbnyie Ar plazma

10-700 eV ionenergia

Marando anyagot katodra

Meroleges falak, de roncsolja a fellletet

Kis szelektivitas - gazcserével

Sok alfaja az energiatartomany és a gazosszetétel fliggvenyében
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Reaktiv plazmamaras

4

Reaktiv gazokat is bevezetnek, kémiai reakcio is vegbemegy:
nagyobb sebesség és szelektivitas

Ionmamaras

Ionenergia: 300-1500 eV
Reaktiv is.




Passziv elemek megvalositasa IC-kben

Ellenallas

Hordozoval ellentétes tipusu diffuzios vagy implantalt retegben (bazis réteg),
polikristalyos Si réteg, diodaként kapcsolt MOSFET (D-G 6sszekotve).

Kondenzator

MOS kondenzator, p-n vagy Schottky atmenet

Induktivitas

Kerllik, az aramkoroket tekercsek nélkul tervezik.
Csak mikrohullamu IC-kben, egyébkent kiilso tekercsek, ha kell.



Ellenorzo kérdések

Mi a kllonbség a fotoreziszt és a fotorezisztor kdzott?

Hogy fligg a litografiaban a felbontas a hullamhossztol?

Mi az elonye az ionsugaras litografianak a Rontgen sugaras litografiaval
szemben?

Mit jelent a direkt rajzolas a litografiaban?

Mi a reaktiv plazmamaras?

Mi a fotolitografia?

Hogyan allitjak elo a kondenzatorokat az integralt aramkoérdékben?
Hogyan allitjak elo az ellenallasokat az integralt aramkorokben?
Mi az anizotrop maras?

Mit jelent a maras szelektivitasa?



